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 今日身の回りのありとあらゆる場所で飛躍的な性能向上を実現できる新しいワイドギャ

ップ半導体材料として 4H-SiC に大きな期待が寄せられている[1]．車載用パワーデバイスに

おいて 4H-SiC などのワイドギャップ半導体は 200℃以上の高温動作させる場合があるため， 

電極界面に熱応力が働き，闘値変動や機械的な剥離，クラック等の信頼性低下の要因が指摘

されている[2]．パワーデバイス開発のため熱応力変化やその電子物性を知る必要がある． 

本研究では，新しいスペクトル解析法[3],[4]を利用し，高温領域の多層電極（Ni/Au）付 n

形 4H-SiC の電極界面におけるラマンスペクトルより，熱応力と高温電子物性を求めた．電

極近傍と遠方の n 形 4H-SiC 結晶の電子密度を比較すると，電極近傍の電子密度の方が小さ

いことがわかった．本講演では 4H-SiC の電極近傍の電子物性の温度依存性と熱応力の関係

について詳しく報告する．本研究の一部は 2019 年度科研費(課題番号:19K05296)により行わ

れた．関係者に深く謝意を表す. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fig.1: (a) The dimensions of n-type 4H-SiC crystal in contact with the Ni/Au film electrode .  

(b) The Raman spectra far from the interface at room temperature , and the inset shows an  

example of LOPC peak near the electrode of n-type 4H-SiC.  
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